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【概要】c(0001)面サファイア基板(m[1-100]軸方向 1.0°-miscut)を用いて，マクロステップを有する

AlN上に成長した n-AlGa1-N ( )上に形成された凹凸構造のあるAlGa1-N量子井戸(QW) 

(成長レシピからの推定値~0.35, 0.45)からの発光スペクトルの分析を行った．QW には各々

Al1/3Ga2/3Nと Al1/2Ga1/2N が生成していると解釈された．  

【実験】UVB-LED [()( )]では，QWの edge部から長波長 LED発光(EL)と terrace部か

らの短波長発光の和となる[1–3]．Fig. 1 (a)は，UVB-LED (B1)の edge発光と(B2)の terrace発光の双

方にある~297 nmピークは，同じ厚みの準安定組成 AlGaN-QWの発光を示す[4]．同じ成長プログ

ラムで成長した 7枚の LEDウェハで，同様の現象が 283, 287, 292, 297 nmに見られた．一方，

UVC-LED [()( )]では，QWの edge部のみ EL発光する．Fig. 1 (b)に示す ELスペクトル

には 257, 262, 266, 271 nmの弱いピークがある．上記の 8波長は，連続整数の厚みを持つAl1/3Ga2/3N-QW 

(7, 8, 9, 10 ML)と Al1/2Ga1/2N-QW (5, 6, 7, 8 ML)に対応することが計算で示された [5]． 

【考察】今回の実験に用いた QW は Al1/3Ga2/3N と Al1/2Ga1/2N に束縛されており，c(0001)面内に

Gaと Al原子が規則配列し，c[0001]軸方向に 1 ML構造を持つと示唆される[6]． 

 

Fig. 1 EL spectra of (a) UVB-LEDs with shoulders overlapping at ~297 nm (Al1/3Ga2/3N-QW; 10 ML) and (b) 

UVC-LED having weak peaks at 257, 262, 266, and 271 nm (Al1/2Ga1/2N-QW; 5, 6, 7, and 8 ML). (Fig. 1 is 

reproduced from Ref. 4. © The Japan Society of Appl. Phys.)  
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